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4. レ ーザ ー照射 に よる Ga原子放 出 と GaP表 面梢追変化

山 本 剛

固体表面科学の急速 な進歩 と共 に､ 最近脱離現象 につ いての研究が盛 んにな っ

た. いままで に化合物半導体 は､ 高密度電子励起に よって脱離が生 じることがわ

か ってい るが その概梢 につ いては､ まだわか って いない. そ こで この現象につ い

ての新 しい知見 を得 るため に本研究で は､ Gap(rll)清 浄表面 に レーザ ー光 を照

射 した ときの構造変化 を､ 低速電子線 回折 (LEED)､を用 いて､.光子エ ネルギ ーを●

変 えて測定 した. さらに､ 表 面 をで きるだ け壊 さな い状態で脱離現象 を調べ るた

め に､ 光共鳴 イオ ン化 (RIS)の手法 を確立 し､ この方法 を用 いて､ GaP(lll)

清浄表面 にレーザ ー光 を照射 した ときに放 出 され る Ga 原子 を効率 よ くイオ ン化

し測定 した. この方法 は､ 従来の 四重極賀長分析器 (Q-nasa)に よる検 出方法 よ

り､ 非常 に高感度 に原子 を検 出で きることが知 られてい る. また､ この ときの表

面補遺変化 を､ LEEDを用 いて観来 し､原子放 出の枯晃 と比較検討 した.

その結果､ Ga.P 光誘起表面構造変化は､ 表 面電子助超効果に よ り生 じること

が明 らか にな った. さ らに光共 鳴イオン化法 を用 いた測定結果か ら､ Ga原子放

出には､ レーザ ー強度 に しきい値が存 在す るこ と､ 及び その脱離丑は､ レーザ ー

強度 に非線形 的に依存 して いるこ とが明 らかにな った. この結果 は､ 中山 らによ

って得 られて いる P原子放 出の レーザ ー強度 依存性の結果 と非 常 に よ く一致 し

て いるこ とがわか った. また､ Ga原子放 出の レーザ ー強度 しきい値 には､ 温度

依存性が存在す ることが明 らか にな った. さ らに､ Ga 原子 が放 出され るレーザ

ー強度 しきい値 と表面稲造変化 を起 こす レーザ ー強度 しきい 値が一致 してい るこA

と､ Ga 原子 の放 出量 と表面構造変化 とが非常 によい対応 を示す ことが明 らかに

な った. また､ Ga,原子 の放 出され るレーザ ー強度 しきい値 は､ GaP 表面の損傷

の程度が大 き くな るほ ど小 さくな るこ とがわか った.

これ らの結果か ら､ Ga原子放 出 と P 原子放 出お よび 表面構造変化 が､ 同一

の原因か ら生 じて いる と考 えた. さらにこれ らの括束は､ P原子 が､ 伊藤 ･中山

モデル によって放 出され､ Ga過剰 とな った表 面か ら Ga原子が熱的 に放 出され

るとい う考 え方で うま く説明で きるこ とがわか った.
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